9. 四面体結合半導体の高圧ラマン散乱(修士論文アブストラクト(1982年度)) by 吉見, 琢也
Title9. 四面体結合半導体の高圧ラマン散乱(修士論文アブストラクト(1982年度))
Author(s)吉見, 琢也


















による outriggerraftclugerでよく説明できた｡又,g-Gel_X SexのSe rich な領域 (X-
.75等 )で chain状 Seからのピークが圧力によりソフト化することや,g-Gel_xSx の S











2. Geは, 2次のラマン散乱強度が弱いため,TA㈲ モー ドの圧力依存性は今まで測定さ
れていなかった｡そこで,Ge-Si合金を用いて,散乱強度を強めてTA㈲ モードの圧力依
存性を測定することが出来た｡
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